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Résumé

L’ingénierie des bandes par les alliages semiconducteurs a ouvert une boite de pandore pour les
chercheurs, puisqu’il est possible avec cette technique d’atteindre n’importe quelle bande interdite en
partant seulement de deux ou trois matériaux semiconducteurs purs. Le coefficient steechiométrique
de l’alliage semiconducteur s’avére étre un parameétre clé dans cette ingénierie, et plusieurs
applications ont pu voir le jour grace a cette technique, surtout dans le domaine opto-électronique
(lasers, capteurs infrarouges, LED, photovoltaique...).

Dans cette étude, nous focaliserons notre attention sur les applications des alliages
semiconducteurs en photovoltaique, en passant en revue tous les types de cellules solaires pouvant étre
réalisées, et les contraintes technologiques imposées par cette technique.

Des simulations sur AMPS-1D et PC1D ont été effectué sur des cellules solaires a base de
InGaN et SiGe respectivement. Les résultats de la simulation ont montré dans les deux cas de figure,
I’intérét de I’ingénierie des bandes, qui consiste a cibler le paramétre voulu en choisissant le bon
dosage stoechiométrique et la bonne épaisseur pour atteindre les performances optimales de la cellule
solaire.

Abstract

Band engineering by semiconductor alloys has opened a Pandora's box for researchers,
since it is possible with this technique to achieve any bandgap starting only two or three pure
semiconductor materials. The stoichiometric ratio of the semiconductor alloy proves to be a
key parameter in the engineering, and several applications have been possible with this
technique, especially in the opto-electronics field (lasers, infrared sensors, LED,
photovoltaic...).

In this study, we will focus our attention on applications in photovoltaic semiconductor
alloys, by reviewing all types of solar cells that can be performed, and the technological
constraints imposed by this technique.

AMPS-1D and PC1D simulations were conducted on InGaN and SiGe based solar cells
respectively. The simulation results showed in both cases, the interests of the engineering
bands, which is to target the desired setting by choosing the stoichiometric right dosage and
thickness to achieve the optimal performance of the solar cell.
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